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Оксид цинка относится к широкозонным технически важным полупроводникам и применяется во многих научных и промышленных областях, что обусловлено, в частности, его оптоэлектронными свойствами и многообразием наноструктур (нанопроволока, нанотрубки и другие), создаваемых на его основе [8]. 
Для формирования пьезоактивных пленок ZnO (0001) традиционно используются подложки сапфира базисной ориентации (0001) [7]. Также, при получении эпитаксиальных пленок ZnO важным является соответствие кристаллических решеток пленки и подложки [4]. В связи с этим при разработке новых технологий получения кристаллических тонких пленок ZnO необходимо развитие соответствующих методических подходов к исследованию структуры таких систем. В области исследований структуры веществ методы кристаллографии в сочетании с рентгеновскими методами являются весьма эффективными и широко применяются как для анализа кристаллических материалов, так и изучения особенностей нано- и микроструктур на их основе [3]. Рентгенодифракционный анализ тонкослойных полупроводниковых систем относится к неразрушающим методам и активно применяется в целях анализа особенностей их микроструктуры и дефектов кристаллической структуры. Указанный подход позволяет получить ряд важных структурных параметров тонких пленок, включая информацию о составе и однородности слоев, а также, совершенстве их кристаллической структуры, деформациях, релаксации и т.д. [1, 5].
Исследования эпитаксиальных пленок L-ZnO и H-ZnO на подложках Al2O3 проводились с использованием дифрактометра с вращающимся анодом и излучения характеристической линии Cu Кα1 (λ = 1.54 Å). Регистрация дифракционных зависимостей пленки ZnO на подложке Al2O3 осуществлялась в рентгенооптической схеме [2, 6] с двухкристальным монохроматором Ge[220]*2 при горизонтальном расположении образца в геометрии на отражение. Рентгеновский пучок коллимировался с помощью системы падающих и приемных щелей. Регистрация интенсивности рентгеновского пучка осуществлялась с помощью сцинтилляционного детектора. 
Для определения параметров кристаллической решетки проводилось стандартное θ/2θ-сканирование, при котором одновременно в направлении увеличения угла с одинаковой скоростью движутся рентгеновский источник и детектор, при этом образец оставался неподвижным. Угловая апертура приемной щели устанавливалась таким образом, чтобы обеспечить статистически значимую величину соотношения интенсивности сигнал/шум.
С целью определения разориентации плоскостей кристаллической решетки пленки ZnO относительно решетки подложки Al2O3 в латеральной плоскости осуществлялось сканирование по азимутальному углу вращения образца (φ) относительно нормали к поверхности подложки при регистрации асимметричных дифракционных отражений пленки 11[image: image2.png]
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9. 
Методом просвечивающей электронной микроскопии на микроскопе FEI Osiris (200kV) были получены данные о структуре и составе полученных пленок ZnO.
В работе была развита рентгенодифракционная методика анализа и исследования структуры тонких кристаллических пленок (0001) ZnO на монокристаллических подложках (0001) Al2O3, выращенных методом магнетронного осаждения в неоднородном электрическом поле. Рентгеновские исследования пленок ZnO на подложке сапфира позволили изучить особенности структуры слоев ZnO. Методом высокоразрешающей двухкристальной дифрактометрии были получены кривые дифракционного отражения исследуемых образцов, были определены такие параметры структуры, как напряжения ε, размер областей когерентного рассеяния по нормали к поверхности подложки. При исследовании образцов методами высокоразрешающей двухкристальной дифрактометриии и электронной микроскопии были обнаружены два типа доменных структур в образце H-ZnO, имеющие различную ориентацию относительно кристаллической решетки подложки в латеральной плоскости. 
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